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【 請 求 項 １ 】
非 晶 質 な 半 導 体 の 薄 膜 を 基 板 上 に 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 の 結 晶 化 を 助 長 す る 触 媒 元
素 を 前 記 薄 膜 に 導 入 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 と 前 記 触 媒 元 素 と の 化 合 物 を 形 成 し 、 前 記 化
合 物 か ら 結 晶 核 を 発 生 さ せ る 工 程 と 、 前 記 結 晶 核 を 核 と し て 結 晶 を 成 長 さ せ る 工 程 と 、 を
少 な く と も 有 す る 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
非 晶 質 な 前 記 半 導 体 薄 膜 は 、 前 記 半 導 体 の １ 元 素 に 対 し て ２ ま た は ３ の 水 素 元 素 が 結 合 し
た 結 合 水 素 を 有 す る か 、 ま た は 前 記 半 導 体 の 格 子 間 に お い て 前 記 半 導 体 の 元 素 と 結 合 し て
い な い 非 結 合 水 素 を 有 す る 、 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
非 晶 質 な 前 記 半 導 体 薄 膜 は 、 前 記 結 合 水 素 ま た は 非 結 合 水 素 の 濃 度 が 、 ０ ． ５ atom％ 以 上
１ ５ atom％ 以 下 の 範 囲 内 に あ る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
非 晶 質 な 半 導 体 の 薄 膜 を 基 板 上 に 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 の 結 晶 化 を 助 長 す る 触 媒 元
素 を 前 記 薄 膜 に 導 入 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 と 前 記 触 媒 元 素 と の 化 合 物 を 形 成 し 、 前 記 化
合 物 か ら 結 晶 核 を 発 生 さ せ る 工 程 と 、 前 記 結 晶 核 を 核 と し て 結 晶 を 成 長 さ せ る 工 程 と 、 を
少 な く と も 有 す る 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
非 晶 質 な 前 記 半 導 体 薄 膜 は 、 Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ （ フ ー リ エ 変 換 － 赤 外 吸 収 分 光 法 ） ス ペ ク ト ル に
お い て 、 前 記 半 導 体 元 素 と 水 素 元 素 と の 結 合 に よ る 伸 縮 モ ー ド の ピ ー ク 波 長 が ２ ０ ０ ５ ｃ
ｍ - 1 以 上 ２ ０ ７ ０ ｃ ｍ - 1 以 下 の 範 囲 内 に あ る 、 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】



非 晶 質 な 半 導 体 の 薄 膜 を 基 板 上 に 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 の 結 晶 化 を 助 長 す る 触 媒 元
素 を 前 記 薄 膜 に 導 入 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 と 前 記 触 媒 元 素 と の 化 合 物 を 形 成 し 、 前 記 化
合 物 か ら 結 晶 核 を 発 生 さ せ る 工 程 と 、 前 記 結 晶 核 を 核 と し て 結 晶 を 成 長 さ せ る 工 程 と 、 を
少 な く と も 有 す る 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
非 晶 質 な 前 記 半 導 体 薄 膜 は 、 Ｆ Ｔ － Ｉ Ｒ （ フ ー リ エ 変 換 － 赤 外 吸 収 分 光 法 ） ス ペ ク ト ル に
お い て 、 前 記 半 導 体 元 素 と 水 素 元 素 と の 結 合 に よ る 伸 縮 モ ー ド の ピ ー ク の 半 値 幅 が ４ ０ ｃ
ｍ - 1 以 上 １ ４ ０ ｃ ｍ - 1 以 下 の 範 囲 内 に あ る 、 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
非 晶 質 な 半 導 体 の 薄 膜 を 基 板 上 に 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 の 結 晶 化 を 助 長 す る 触 媒 元
素 を 前 記 薄 膜 に 導 入 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 と 前 記 触 媒 元 素 と の 化 合 物 を 形 成 し 、 前 記 化
合 物 か ら 結 晶 核 を 発 生 さ せ る 工 程 と 、 前 記 結 晶 核 を 核 と し て 結 晶 を 成 長 さ せ る 工 程 と 、 を
少 な く と も 有 す る 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
非 晶 質 な 前 記 半 導 体 薄 膜 は 、 昇 温 脱 離 ガ ス 分 析 ス ペ ク ト ル に お い て 、 ３ ３ ０ ℃ 以 上 ４ ３ ０
℃ 以 下 の 範 囲 内 に 水 素 ガ ス の ピ ー ク が 存 在 す る 、 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 結 晶 核 の 発 生 工 程 は 、 前 記 化 合 物 の 形 成 温 度 よ り も １ ０ ０ ℃ 低 い 温 度 か ら 前 記 化 合 物
の 発 生 温 度 ま で の 間 、 前 記 結 晶 核 の 発 生 数 が 最 大 と な る 昇 温 速 度 以 下 の 昇 温 速 度 で 前 記 半
導 体 お よ び 前 記 触 媒 元 素 を 加 熱 す る 工 程 を 少 な く と も 含 む 、 請 求 項 １ か ら ５ の い ず れ か １
項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 結 晶 成 長 工 程 は 、 前 記 結 晶 核 か ら 柱 状 半 導 体 結 晶 を 成 長 さ せ て 、 複 数 の 前 記 柱 状 半 導
体 結 晶 か ら 構 成 さ れ た ド メ イ ン を 形 成 す る 工 程 を 含 み 、
前 記 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 は 、 そ れ ぞ れ が 複 数 の 柱 状 半 導 体 結 晶 か ら 構 成 さ れ 、 同 一 面 内 に お
い て 曲 折 ま た は 枝 分 か れ し た 複 数 の ド メ イ ン を 含 み 、 前 記 複 数 の ド メ イ ン は 、 隣 接 す る ド
メ イ ン 間 に お い て 結 晶 方 位 が 実 質 的 に 同 じ 領 域 を 形 成 す る 、 請 求 項 １ か ら ６ の い ず れ か １
項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 結 晶 核 の 発 生 密 度 が ０ ． ５ × １ ０ - 2 個 ／ μ ｍ 2  よ り も 大 き い 、 請 求 項 １ か ら ７ の い ず
れ か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 結 晶 成 長 工 程 は 、 Ｒ Ｔ Ａ （ ラ ピ ッ ド サ ー マ ル ア ニ ー ル ） 処 理 に よ り 行 わ れ る 、 請 求 項
１ か ら ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 触 媒 元 素 が 、 Ｎ ｉ 、 Ｃ ｏ 、 Ｐ ｄ 、 Ｐ ｔ 、 Ｃ ｕ 、 Ａ ｇ 、 Ａ ｕ 、 Ｉ ｎ 、 Ｓ ｎ 、 Ａ ｌ お よ び
Ｓ ｂ か ら な る 群 か ら 選 ば れ た 一 種 ま た は 二 種 以 上 の 元 素 で あ る 、 請 求 項 １ か ら ９ の い ず れ
か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 触 媒 元 素 と し て 少 な く と も Ｎ ｉ を 用 い る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製
造 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 触 媒 元 素 導 入 工 程 に お い て 、 前 記 薄 膜 ま た は 前 記 基 板 の 表 面 に 、 表 面 濃 度 が １ × １ ０
1 2 ａ ｔ ｏ ｍ ｓ ／ ｃ ｍ 2  以 上 １ × １ ０ 1 4 ａ ｔ ｏ ｍ ｓ ／ ｃ ｍ 2  以 下 の 範 囲 内 に な る よ う に 前 記
触 媒 元 素 が 導 入 さ れ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 触 媒 元 素 導 入 工 程 は 、 前 記 触 媒 元 素 を 含 む 溶 液 を ス ピ ン コ ー ト 法 に よ り 前 記 薄 膜 上 に
塗 布 す る 工 程 を 含 む 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 触 媒 元 素 を 含 む 溶 液 は 、 水 、 メ タ ノ ー ル 、 エ タ ノ ー ル 、 ｎ － プ ロ パ ノ ー ル 、 ｉ － プ ロ
パ ノ ー ル お よ び ア セ ト ン か ら な る 群 か ら 選 ば れ た 少 な く と も 一 種 を 含 む 、 請 求 項 １ ３ に 記
載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
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【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 触 媒 元 素 が Ｎ ｉ で あ っ て 、 前 記 触 媒 元 素 を 含 む 溶 液 が 酢 酸 ニ ッ ケ ル を 含 む 、 請 求 項 １
４ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 触 媒 元 素 導 入 工 程 は 、 Ｄ Ｃ ス パ ッ タ リ ン グ 法 に よ り 行 わ れ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 多
結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 結 晶 成 長 工 程 に よ っ て 結 晶 化 さ れ た 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 が 微 小 な 非 晶 質 領 域 を 含 む 、 請
求 項 １ か ら １ ６ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 微 小 な 非 晶 質 領 域 に 対 し て 強 光 照 射 を 行 な う 工 程 を 含 む 、 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 多 結 晶
半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 強 光 と し て 波 長 ４ ０ ０ ｎ ｍ 以 下 の エ キ シ マ レ ー ザ 光 を 用 い 、 前 記 薄 膜 表 面 に お け る エ
ネ ル ギ ー 密 度 が ２ ０ ０ ｍ Ｊ ／ ｃ ｍ 2  以 上 ４ ５ ０ ｍ Ｊ ／ ｃ ｍ 2  以 下 の 範 囲 内 で 照 射 を 行 な う
、 請 求 項 １ ８ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 結 晶 成 長 工 程 の 後 に 、 熱 酸 化 処 理 を 行 な う 工 程 を 含 む 、 請 求 項 １ か ら １ ９ の い ず れ か
１ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ １ 】
請 求 項 １ か ら ２ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 に よ っ て 得 ら れ た
多 結 晶 半 導 体 薄 膜 か ら 複 数 の ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 形 成 す る 工 程 を 含 む 、 半 導 体 装 置 の 製 造
方 法 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
請 求 項 ２ １ に 記 載 の 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 に よ っ て 得 ら れ た 半 導 体 装 置 を 備 え る 基 板 を 用
意 す る 工 程 を 含 む 、 液 晶 表 示 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
一 つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 し た 複 数 の 柱 状 半 導 体 結 晶 を そ れ ぞ れ 有 す る 複 数 の ド メ イ ン を
含 む 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 で あ っ て 、
前 記 複 数 の ド メ イ ン の そ れ ぞ れ は 、 前 記 一 つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 す る 方 向 が 同 一 面 内 に
お い て 変 化 し て 、 曲 折 ま た は 枝 分 か れ し た 棒 状 で あ る 、 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 複 数 の ド メ イ ン の そ れ ぞ れ は 、 前 記 一 つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 を 開 始 す る 方 向 が ラ ン
ダ ム で あ る 、 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 複 数 の ド メ イ ン は 、 隣 接 す る ド メ イ ン 間 に お い て 、 前 記 柱 状 半 導 体 結 晶 の 結 晶 方 位 が
実 質 的 に 同 じ 領 域 を 有 す る 、 請 求 項 ２ ３ ま た は ２ ４ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 柱 状 半 導 体 結 晶 の 結 晶 方 位 が 実 質 的 に 同 じ 領 域 は 、 前 記 結 晶 方 位 の 角 度 の 差 異 が １ ０
° 未 満 の 領 域 で あ る 、 請 求 項 ２ ５ に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 ド メ イ ン の 幅 が ０ ． １ μ ｍ 以 上 １ ． ５ μ ｍ 以 下 で あ る 、 請 求 項 ２ ３ か ら ２ ６ の い ず れ
か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
請 求 項 ２ ３ か ら ２ ７ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 か ら 複 数 の ス イ ッ チ ン グ 素
子 が 形 成 さ れ た 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 ス イ ッ チ ン グ 素 子 が 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ で あ っ て 、 前 記 薄 膜 ト ラ ン ジ ス タ の チ ャ ネ ル 領
域 の 幅 が 、 前 記 ド メ イ ン の 幅 よ り も 大 き い 、 請 求 項 ２ ８ に 記 載 の 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
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前 記 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 か ら 駆 動 回 路 が さ ら に 形 成 さ れ た 請 求 項 ２ ８ ま た は ２ ９ に 記 載 の 半
導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ １ 】
請 求 項 ２ ８ か ら ３ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 半 導 体 装 置 を 含 む 液 晶 表 示 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ９ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ９ ５ 】

本 発 明 に よ る 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 は 、 そ れ ぞ れ が 複 数
の 柱 状 半 導 体 結 晶 か ら 構 成 さ れ 、 同 一 面 内 に お い て 曲 折 ま た は 枝 分 か れ し た 複 数 の ド メ イ
ン を 含 む 。 各 ド メ イ ン は 、 １ つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 し た 複 数 の 柱 状 結 晶 を 有 し て お り 、
複 数 の 柱 状 結 晶 は 実 質 的 に 結 晶 方 位 が 揃 っ て い る 。 し た が っ て 、 各 ド メ イ ン 内 で は 、 電 子
や 空 孔 の ト ラ ッ プ サ イ ト と な る 結 晶 欠 陥 が ほ と ん ど 存 在 し な い 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ １ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ １ ０ ８ 】
こ の よ う に 、 本 発 明 の 製 造 方 法 に よ り 得 ら れ た 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 は 、 電 子 ま た は 空 孔 が 隣
接 す る 棒 状 ド メ イ ン 間 を 移 動 す る こ と が で き る の で 、 高 移 動 度 が 期 待 で き る 。 本 発 明 の 半
導 体 装 置 の 製 造 方 法 は 、 本 発 明 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 の 製 造 方 法 に よ っ て 得 ら れ た 多 結 晶 半
導 体 薄 膜 か ら 複 数 の ス イ ッ チ ン グ 素 子 を 形 成 す る 工 程 を 含 み 、 こ れ に よ り 、 移 動 度 が 大 き
く 、 Ｏ Ｎ 特 性 が 高 い 高 性 能 の 半 導 体 装 置 が 得 ら れ る 。
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本 発 明 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 は 、 一 つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 し た 複 数 の 柱 状 半 導 体 結 晶 を そ
れ ぞ れ 有 す る 複 数 の ド メ イ ン を 含 む 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 で あ っ て 、 前 記 複 数 の ド メ イ ン の そ
れ ぞ れ は 、 前 記 一 つ の 結 晶 核 か ら 結 晶 成 長 す る 方 向 が 同 一 面 内 に お い て 変 化 し て 、 曲 折 ま
た は 枝 分 か れ し た 棒 状 で あ る 。 ま た 、 前 記 複 数 の ド メ イ ン の そ れ ぞ れ は 、 前 記 一 つ の 結 晶
核 か ら 結 晶 成 長 を 開 始 す る 方 向 が ラ ン ダ ム で あ る こ と が 望 ま し い 。 以 下 、 本 発 明 の 多 結 晶
半 導 体 薄 膜 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。

ま た 、 本 発 明 は 半 導 体 装 置 を も 提 供
す る 。 本 発 明 の 半 導 体 装 置 は 、 本 発 明 の 多 結 晶 半 導 体 薄 膜 か ら 複 数 の ス イ ッ チ ン グ 素 子 が
形 成 さ れ た も の で あ る 。
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